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 高効率アモルファスシリコン(a-Si:H)太陽電池を低コストに作製するためには、クラスター混入

による光劣化の抑制と高製膜速度の両立が重要である。現在までに筆者等はマルチホロー放電プ

ラズマ(MHDP)CVD 下流において放電初期にクラスターが捕捉され、低クラスター混入・高製膜

速度が両立する条件を見出した。本講演では、高圧力条件の MHDPCVD 下流における製膜速度

(DRtotal)と SiH3ラジカル製膜速度(DRradical)の時間変化を計測した結果を報告する。 

 実験ではSiH4を10 sccmでMHDPCVD装置に供給し、圧力を2.2Torrとした。放電周波数60 MHz、

放電電力 40 Wで、300 s放電を行った。また DRradicalを測定するためにクラスター除去フィルター

と水晶振動子式膜厚計(QCMs)を用いた[2]。QCMsは電極下 20 mmに設置した。 

 図 1に DRtotalと DRradicalの時間変化を示す。DRtotalは放電開始 0-20 sでほぼ一定であり、その後

80 s まで急激に増加、150 s まで減少した後、緩やかに増加している。DRradicalも同様に放電開始

0-50 sで急激に増加し、150sまで減少している。50 sでの DRradical = 0.34 nm/sは従来の低圧上条件

(0.5Torr)の約 10倍と非常に速く、またこの時の膜中クラスター混入量は R =DRradical/DRtotal = 1で

あるため、この時間において低クラスター

混入、高製膜速度が実現している。高圧条

件においても、放電初期にはクラスター捕

捉が起きており、それによって R が低く

なったと考えられる。また DRradicalの増加

は SiH3ラジカルの生成領域が QCMs に近

づいたことが原因だと考えられる。これら

の結果は高圧条件で、高品質な a-Si:H 薄

膜の高速堆積が可能であることを示唆し

ている。 
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Fig 1. Time evolution of DRtotal, DRradical 

at a pressure of 2.2 Torr. 
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